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Yüksek ba arımlı i lemsel kuvvetlendirici yapılarında kullanılmak üzere, 0.35 m
n-kuyulu CMOS teknolojisi ile ilkesel yapısı ekil-1’de verilen çıkı  katı
gerçekle tirilecektir. Çıkı  katının sa laması gereken özellikler a a ıdaki tabloda 
verilmi tir. Devre VDD = VSS =1.5V’luk simetrik kaynakla beslenecektir. 

ekil-1 Yüksek ba arımlı i lemsel kuvvetlendirici için çıkı  katı.

Tablo 1: Sa lanması gereken özellikler: 
RL   1k 
CL  100pF 
Yükselme E imi  5V/ sn
Çıkı  salınım aralı ı

O
V   0.9V 

a- Çıkı  katındaki K1 ve K2 kuvvetlendiricilerini tasarlayınız, devredeki tüm 
tranzistorların boyutlarını ve kutuplama akımlarını belirleyiniz. (Tranzistorlar 

için minimum boyutların Wmin, Lmin  2 x 0.35 m olacak ekilde seçilmesi yararlı
olur).

SPICE benzetim programı yardımıyla çıkı  katının



b- DC gerilim geçi  e risini çıkartınız, e rinin do rusallı ını ara tırınız.
c- Kuvvetlendiricinin yüklü durumda genlik-frekans ve faz-frekans e rilerini
çıkartınız. Kararsızlık sorunu olup olmadı ını ara tırınız. Kararsızlık sorunu 
varsa, bu sorunu giderecek önlemleri alınız.
d- Devrenin büyük i aret yanıtını ve çıkı  i aretinin yükselme e imini inceleyiniz. 
e-Elde etti iniz sonuçları yorumlayınız. Tasarım hedeflerine ula ıp
ula amadı ınızı irdeleyiniz. 

NOT: Yapılan hesapları, elde edilen sonuçları, bunların yorumunu kapsamlı
biçimde içeren bir rapor hazırlanacaktır. 0.35 m CMOS teknolojisi WEB 
sayfasında verilen adresten seçilecek ve benzetim için kullanılacak model 
parametreleri buradan sa lanacaktır.
http://atlas.cc.itu.edu.tr/~kuntman/Y_lisans/ele512/ileriltd.htm


